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L’ellipsometrie Spectroscopique permet de mesurer le comportement de l’indice optique

complexe ou encore sa fonction diélectrique associée suivant la longueurs d’ondes des

photons de lumière utilisé . C’est un outil précieux qui vient en support de nombreuses

techniques analytiques (nano indentation ,acoustique picoseconde….) utilisées dans la

mesure des contraintes de structures multicouches. La connaissance de l’indice optique et

des épaisseurs des films demeurent en effet des données primordiales que seule

l’ellipsometrie est en mesure d’apporter de façon non destructive.

Mais l’enseignement de cette technique est bien plus riche si l’on considère l’effet des

contraintes sur les propriétés optiques intrinsèques des matériaux.

Si l’on considère les couches minces et plus généralement les empilements multicouches ,

cette technique peut donner des informations fines sur des états d’interface ou caractériser

l’état des contraintes qui s’appliquent sur des structures.
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•Etude des effets liés à l’apparition d’un caractère uniaxe lié soit à une configuration ou sous l’effet d’un stress Exemple

du lattice matching dans SiGe ou l’effet de la relaxation se traduit par la disparition du caractere uniaxial )F.Ferrieu
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•sur un oxyde SiO2soumis a un stress mecanique en 

cours de croissance: Cartographie d’epaisseur et 

d’indice

•.Interface Si /SiO2 exemple de collaboration avec ST Agrate 

en projet oxide 1000 angstroems etching.Les resultats du NIST: 

nature de l’interface Si/SiO2 substrat  sous Stress cf Electro-
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•Deformation Structure de bande anisotropie optique (semiconducteurs)

• birefringence uniaxiale dans les polymeres et dielectriques

•Ferroelectriques PZT, SrTiO3
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Developpement de l’Ellipsometrie Spectroscopique 

vers l’ ultra violet lointain ou se situent les bandes 

d ‘absorption de dielectriques-> 20eV

La modification de la stoechiometrie de l alliage SiGe se traduit sur le 

diagramme de bande du cristal les transitions critiques se deplacent suivant 

l’introduction de Ge  dans le maillage du Si  et les stress induits. Cette 

techniques est utilisé pour etudier les substrats contraint dans Si ou Ge  
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